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１．概要（Summary） 

 ダイヤモンド中窒素空孔中心(NV センター)を用いた量

子センサの高感度化には、高配向率 NV センターの生

成が重要である。そのために Ni 異方性エッチングでダ

イヤモンド基板に微細加工を施し、その上で CVD 成長

を行って NV センターを生成する。今回、ダイヤモンド

基板の{111}面を露出したエッチングを目指して実験を行

った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置、12 連電子銃型蒸着装置 

【実験方法】 

 レジスト塗布後のダイヤモンド基板にドーズ量 80 C 

で露光を行った。現像後、Ni を 0.15～0.2 nm/s の条

件で 200 nm 堆積させた。 

 その後慶大のアニール装置で水蒸気雰囲気下アニー

ルを行い、エッチングを行った。その後、金沢大にて窒素

ドープ CVD 成長を行い、サンプルを作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni 蒸着後及びアニール後のサンプルの顕微鏡図を

Fig. 1 に示す。Ni をパターニングして蒸着した後にアニ

ールを行うことで、エッチングが進行してホール形状が形

成された。エッチング後のホール形状測定の結果を Fig. 

2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

ホール形状の断面図から分かる通り、{111}面を露出し

た構造を確認した。今回はエッチング時間を短くしたため

底面が残っているが、時間を長くすることで V 字の断面

を持つ構造を得ることができる。 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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ロニクス研究開発センター、金沢大学千魁プロジェクト

2020 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

第 68 回応用物理春季学術講演会 18p-Z13-4(発表予定) 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
 

Fig. 1 (a)After evaporation (b)After annealing 

  

Fig. 2 Hole shape after annealing 
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